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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
（ａ）アルカノールアミン類、（ｂ）糖類、（ｃ）水溶性有機溶媒、（ｄ）ベンゾトリア
ゾールまたはその誘導体、および（ｅ）水を含有してなる、ホトレジスト用剥離液組成物
。
【請求項２】
（ｃ）成分がジエチレングリコールモノアルキルエーテル、Ｎ－メチル－２－ピロリドン
、およびジメチルスルホキシドの中から選ばれる少なくとも１種である、請求項１記載の
ホトレジスト用剥離液組成物。
【請求項３】
（ｄ）成分が下記一般式（Ｉ）
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【化１】

〔式中、Ｑは水素原子、水酸基、置換若しくは非置換の炭素原子数１～１０の炭化水素基
（ただし、その構造中にアミド結合、エステル結合を有していてもよい）、アリール基、
または下記化２
【化２】

（化２中、Ｒ3は炭素原子数１～６のアルキル基を示し；Ｒ4、Ｒ5は、それぞれ独立に、
水素原子、水酸基、または炭素原子数１～６のヒドロキシアルキル基若しくはアルコキシ
アルキル基を示す）
で表される基を示し；Ｒ1、Ｒ2は、それぞれ独立に水素原子、置換若しくは非置換の炭素
原子数１～１０の炭化水素基、カルボキシル基、アミノ基、水酸基、シアノ基、ホルミル
基、スルホニルアルキル基、またはスルホ基を示す〕
で表される化合物である、請求項１または２に記載のホトレジスト用剥離液組成物。
【請求項４】
　（ｄ）成分がベンゾトリアゾール、１－ヒドロキシベンゾトリアゾール、１－メトキシ
ベンゾトリアゾール、１－（２，２－ジヒドロキシエチル）ベンゾトリアゾール、１－（
１，２－ジヒドロキシプロピル）ベンゾトリアゾール、１－（２，３－ジヒドロキシプロ
ピル）ベンゾトリアゾール、２，２’－｛〔（４－メチル－１Ｈ－ベンゾトリアゾール－
１－イル）メチル〕イミノ｝ビスエタノール、および２，２’－｛〔（５－メチル－１Ｈ
－ベンゾトリアゾール－１－イル）メチル〕イミノ｝ビスエタノールの中から選ばれる少
なくとも１種である、請求項１～３のいずれか１項に記載のホトレジスト用剥離液組成物
。
【請求項５】
（ａ）成分が５～４０重量％、（ｂ）成分が２～３０重量％、（ｃ）成分が５～５０重量
％、（ｄ）成分が０．０１～５重量％配合され、残部が（ｅ）成分である、請求項１～４
のいずれか１項に記載のホトレジスト用剥離液組成物。
【請求項６】
金属配線と無機材料層とが形成された基板上に設けられたホトレジストの剥離のための、
請求項１～５のいずれか１項に記載のホトレジスト用剥離液組成物の使用。
【請求項７】
（I）基板上にホトレジスト層を設ける工程、
（II）該ホトレジスト層を選択的に露光する工程、
（III）露光後のホトレジスト層を現像してホトレジストパターンを設ける工程、
（IV）該ホトレジストパターンをマスクとして該基板をエッチングする工程、および
（V）エッチング工程後のホトレジストパターンを、請求項１～６のいずれか１項に記載
のホトレジスト用剥離液組成物を用いて基板より剥離する工程
を含む、ホトレジスト剥離方法。
【請求項８】
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金属配線と無機材料層とが形成された基板を用いる、請求項７記載のホトレジスト剥離方
法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明はホトレジスト用剥離液組成物およびこれを用いたホトレジスト剥離方法に関する
。さらに詳しくは、ＩＣやＬＳＩ等の半導体素子あるいは液晶パネル素子の製造に好適に
使用される、ホトレジスト膜の剥離性に優れ、基板への防食性に優れたホトレジスト用剥
離液組成物およびこれを用いたホトレジスト剥離方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
ＩＣやＬＳＩ等の半導体素子や液晶パネル素子は、基板上に蒸着等により形成された導電
性金属膜や絶縁膜上にホトレジストを均一に塗布し、これを選択的に露光、現像処理をし
てホトレジストパターンを形成し、このパターンをマスクとして上記導電性金属膜や絶縁
膜を選択的にエッチングし、微細回路を形成した後、不要のホトレジスト層を剥離液で除
去して製造される。
【０００３】
現在のホトリソグラフィ技術において、ホトレジスト膜を剥離する技術は、パターンの微
細化、基板の多層化の進行、基板表面に形成される材質の変化に対応し、より厳しい条件
を満たすものが要求されるようになってきている。
【０００４】
特に液晶表示素子製造においては、金属配線と、ポリシリコン膜、アモルファスシリコン
膜等の無機材料層とが形成された基板を用いることから、これら金属配線、無機材料層の
両者に腐食を起こさせることなく剥離することができるような剥離液の開発が望まれてい
る。
【０００５】
従来、ホトレジスト用剥離液組成物としては、例えば、アルカノールアミン類、アルコキ
シアルキルアミン類またはアルコキシアルカノールアミン類、グリコールモノアルキルエ
ーテル、糖または糖アルコール類、および水からなるレジスト剥離剤組成物（特開平８－
１９０２０５号公報）、アルカノールアミン類、アルコキシアルキルアミン類またはアル
コキシアルカノールアミン類、酸アミド類、糖または糖アルコール類、および水からなる
レジスト剥離剤組成物（特開平８－２０２０５１号公報）、アルカノールアミン類、アル
コキシアルキルアミン類またはアルコキシアルカノールアミン類、グリコールモノアルキ
ルエーテル、糖または糖アルコール類、第四級アンモニウム水酸化物、および水からなる
レジスト剥離剤組成物（特開平８－２６２７４６号公報）、アルカノールアミン類、アル
コキシアミン類またはアルコキシアルカノールアミン類、ヒドロキシルアミン類、糖また
は糖アルコール類、界面活性剤、および水からなるレジスト剥離剤組成物（特開平９－５
４４４２号公報）、アルカノールアミン類、ジエチレングリコールモノアルキルエーテル
、糖または糖アルコール類、Ｎ，Ｎ－ジエチルヒドロキシルアミン、および水からなるレ
ジスト用剥離液組成物（特開平９－１５２７２１号公報）、ｐＫａが７．５～１３のアミ
ン類、ヒドロキシルアミン類、水溶性有機溶媒、防食剤、および水からなるレジスト用剥
離液組成物（特開平９－９６９１１号公報）等が挙げられる。
【０００６】
しかしながら、上記各公報に記載の組成物では、金属配線とポリシリコン膜等の無機材料
層の両者を形成した基板上のホトレジスト層を剥離するには、基板へのダメージがあり好
ましくない。
【０００７】
【発明が解決しようとする課題】
本発明は、特に、金属配線とポリシリコン膜等の無機材料層の両者を形成してなる基板上
に設けたホトレジスト層の剥離性に特に優れるとともに、該基板の防食性に優れるホトレ
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ジスト用剥離液組成物、およびこれを用いたホトレジスト剥離方法を提供することを目的
とする。
【０００８】
【課題を解決するための手段】
すなわち本発明は、（ａ）アルカノールアミン類、（ｂ）糖類、（ｃ）水溶性有機溶媒、
（ｄ）ベンゾトリアゾールまたはその誘導体、および（ｅ）水を含有してなるホトレジス
ト用剥離液組成物に関する。
【０００９】
また本発明は、金属配線と無機材料層とが形成された基板上に設けられたホトレジストの
剥離のための、上記ホトレジスト用剥離液組成物の使用に関する。
【００１０】
さらに本発明は、
（I）基板上にホトレジスト層を設ける工程、
（II）該ホトレジスト層を選択的に露光する工程、
（III）露光後のホトレジスト層を現像してホトレジストパターンを設ける工程、
（IV）該ホトレジストパターンをマスクとして該基板をエッチングする工程、および
（V）エッチング工程後のホトレジストパターンを、上記ホトレジスト用剥離液組成物を
用いて基板より剥離する工程
を含むホトレジスト剥離方法に関する。
【００１１】
【発明の実施の形態】
以下に、本発明のホトレジスト用剥離液組成物について詳述する。
【００１２】
（ａ）成分のアルカノールアミン類としては、具体的には、例えばモノエタノールアミン
、ジエタノールアミン、トリエタノールアミン、エチルアミノエタノール、ジメチルアミ
ノエタノール、ジエチルアミノエタノール、２－（２－アミノエトキシ）エタノール等が
挙げられ、中でもモノエタノールアミン、２－（２－アミノエトキシ）エタノールが好適
に用いられる。これらは単独で用いてもよく、あるいは２種以上を組み合わせて用いても
よい。
【００１３】
（ｂ）成分としての糖類は、一般にＣn（Ｈ2Ｏ）mで表されるいわゆる糖や、これら糖の
カルボニル基を還元して得られる糖アルコール等が用いられ、具体的にはＤ－ソルビトー
ル、アラビトール、マンニトール、キシリトール、ショ糖、デンプン等が挙げられ、中で
もキシリトール、Ｄ－ソルビトールが好ましい。これらは単独で用いてもよく、あるいは
２種以上を組み合わせて用いてもよい。
【００１４】
（ｃ）成分としての水溶性有機溶媒は、水と混和性のある有機溶媒であればよく、他の（
ａ）、（ｂ）、（ｄ）成分を溶解させるものであれば任意に使用することができる。この
ような水溶性有機溶媒としては、ジメチルスルホキシド等のスルホキシド類；ジメチルス
ルホン、ジエチルスルホン、ビス（２－ヒドロキシエチル）スルホン、テトラメチレンス
ルホン等のスルホン類；Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミド、Ｎ－メチルホルムアミド、Ｎ，
Ｎ－ジメチルアセトアミド、Ｎ－メチルアセトアミド、Ｎ，Ｎ－ジエチルアセトアミド等
のアミド類；Ｎ－メチル－２－ピロリドン、Ｎ－エチル－２－ピロリドン、Ｎ－プロピル
－２－ピロリドン、Ｎ－ヒドロキシメチル－２－ピロリドン、Ｎ－ヒドロキシエチル－２
－ピロリドン等のラクタム類；１，３－ジメチル－２－イミダゾリジノン、１，３－ジエ
チル－２－イミダゾリジノン、１，３－ジイソプロピル－２－イミダゾリジノン等のイミ
ダゾリジノン類；エチレングリコール、エチレングリコールモノメチルエーテル、エチレ
ングリコールモノエチルエーテル、エチレングリコールモノブチルエーテル、エチレング
リコールモノメチルエーテルアセテート、エチレングリコールモノエチルエーテルアセテ
ート、ジエチレングリコールや、ジエチレングリコールモノメチルエーテル、ジエチレン
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グリコールモノエチルエーテル、ジエチレングリコールモノプロピルエーテル、ジエチレ
ングリコールモノブチルエーテルなどのジエチレングリコールモノアルキルエーテル（ア
ルキルは炭素原子数１～６の低級アルキル）等の多価アルコール類、およびその誘導体が
挙げられる。これらは単独で用いてもよく、あるいは２種以上を組み合わせて用いてもよ
い。これらの中で、ジメチルスルホキシド、Ｎ－メチル－２－ピロリドン、ジエチレング
リコールモノブチルエーテルの中から選ばれる少なくとも１種が、より一層の剥離性能等
の点から好ましく用いられる。さらには、ジメチルスルホキシド、Ｎ－メチル－２－ピロ
リドンあるいはそれらの混合溶媒が、特に高温状態での剥離液の保存安定性を考慮すると
より好ましい。
【００１５】
（ｄ）成分としてのベンゾトリアゾールまたはその誘導体としては、下記一般式（Ｉ）
【００１６】
【化３】

【００１７】
〔式中、Ｑは水素原子、水酸基、置換若しくは非置換の炭素原子数１～１０の炭化水素基
（ただし、その構造中にアミド結合、エステル結合を有していてもよい）、アリール基、
または下記化４
【００１８】
【化４】

【００１９】
（化４中、Ｒ3は炭素原子数１～６のアルキル基を示し；Ｒ4、Ｒ5は、それぞれ独立に、
水素原子、水酸基、または炭素原子数１～６のヒドロキシアルキル基若しくはアルコキシ
アルキル基を示す）
で表される基を示し；Ｒ1、Ｒ2は、それぞれ独立に水素原子、置換若しくは非置換の炭素
原子数１～１０の炭化水素基、カルボキシル基、アミノ基、水酸基、シアノ基、ホルミル
基、スルホニルアルキル基、またはスルホ基を示す〕
で表される化合物が好ましく用いられる。
【００２０】
「炭化水素基」は、炭素原子と水素原子からなる有機基である。本発明において、上記基
Ｑ、Ｒ1、Ｒ2の各定義中、炭化水素基としては、芳香族炭化水素基または脂肪族炭化水素
基のいずれでもよく、また飽和、不飽和結合を有していてもよく、さらに直鎖、分岐鎖の
いずれでもよい。置換炭化水素基としては、例えばヒドロキシアルキル基、アルコキシル
アルキル基等が例示される。
【００２１】
また、上記一般式（Ｉ）中、Ｑとしては特に上記化４で表される基のものが好ましい。中
でも化４中、Ｒ4、Ｒ5として、それぞれ独立に、炭素原子数１～６のヒドロキシアルキル
基若しくはアルコキシアルキル基を選択するのが好ましい。なお、Ｒ4、Ｒ5の少なくとも
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いずれか一方が炭素原子数１～６のアルキル基である場合、かかる組成のベンゾトリアゾ
ールおよびその誘導体の物性は、水溶性に乏しくなるが、該化合物を溶解せしめる他成分
が剥離液中に存在する場合、好ましく用いられる。
【００２２】
また、上記一般式（Ｉ）中、Ｑとして、水素原子、炭素原子数１～３のアルキル基（すな
わち、メチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基）、炭素原子数１～３のヒドロ
キシアルキル基、水酸基等も好ましく用いられる。
【００２３】
ベンゾトリアゾールおよびその誘導体としては、具体的には、例えばベンゾトリアゾール
、５，６－ジメチルベンゾトリアゾール、１－ヒドロキシベンゾトリアゾール、１－メチ
ルベンゾトリアゾール、１－アミノベンゾトリアゾール、１－フェニルベンゾトリアゾー
ル、１－ヒドロキシメチルベンゾトリアゾール、１－ベンゾトリアゾールカルボン酸メチ
ル、５－ベンゾトリアゾールカルボン酸、１－メトキシベンゾトリアゾール、１－（２，
２－ジヒドロキシエチル）ベンゾトリアゾール、１－（２，３－ジヒドロキシプロピル）
ベンゾトリアゾール、あるいは「イルガメット」シリーズとしてチバ・スペシャリティー
・ケミカルズより市販されている、２，２’－｛［（４－メチル－１Ｈ－ベンゾトリアゾ
ール－１－イル）メチル］イミノ｝ビスエタノール、２，２’－｛［（５－メチル－１Ｈ
－ベンゾトリアゾール－１－イル）メチル］イミノ｝ビスエタノール、２，２’－｛［（
４－メチル－１Ｈ－ベンゾトリアゾール－１－イル）メチル］イミノ｝ビスエタン、また
は２，２’－｛［（４－メチル－１Ｈ－ベンゾトリアゾール－１－イル）メチル］イミノ
｝ビスプロパン等を挙げることができる。これらの中でも、ベンゾトリアゾール、１－ヒ
ドロキシベンゾトリアゾール、１－メトキシベンゾトリアゾール、１－（２，２－ジヒド
ロキシエチル）ベンゾトリアゾール、１－（１，２－ジヒドロキシプロピル）ベンゾトリ
アゾール、１－（２，３－ジヒドロキシプロピル）ベンゾトリアゾール、２，２’－｛〔
（４－メチル－１Ｈ－ベンゾトリアゾール－１－イル）メチル〕イミノ｝ビスエタノール
、および２，２’－｛〔（５－メチル－１Ｈ－ベンゾトリアゾール－１－イル）メチル〕
イミノ｝ビスエタノール等が、金属配線とポリシリコン膜等の無機材料層の両者を形成し
た基板の防食効果、剥離性の効果などの点から好ましく用いられる。
【００２４】
（ｄ）成分は単独で用いてもよく、あるいは２種以上を組み合わせて用いてもよい。
【００２５】
（ｅ）成分としての水は、（ａ）成分等に必然的に含まれているものも有効であるが、さ
らに加えてその配合量を調整してもよい。
【００２６】
上記（ａ）～（ｅ）成分を含む本発明ホトレジスト剥離液組成物中、各成分の配合量は以
下のとおりである。
【００２７】
（ａ）成分の配合量の上限は４０重量％が好ましく、特には３０重量％が好ましい。また
下限は５重量％が好ましく、特には１０重量％が好ましい。
【００２８】
（ｂ）成分の配合量の上限は３０重量％が好ましく、特には２５重量％が好ましい。また
下限は２重量％が好ましく、特には５重量％が好ましい。
【００２９】
（ｃ）成分の配合量の上限は５０重量％が好ましく、特には４０重量％が好ましい。また
下限は５重量％が好ましい。
【００３０】
（ｄ）成分の配合量の上限は５重量％が好ましく、特には３重量％が好ましい。また下限
は０．０１重量％が好ましく、特には０．０５重量％が好ましい。
【００３１】
なお、（ｅ）成分は残部を占める。
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【００３２】
本発明では、（ａ）～（ｅ）成分を上述した配合割合範囲とすることにより、ホトレジス
ト剥離性、金属配線およびポリシリコン膜等の無機材料層に対する防食性のより一層優れ
た効果を奏することができる。
【００３３】
特にこの中でも、（ｂ）成分および（ｄ）成分の配合量を上記範囲内とすることにより、
金属配線および無機材料層に対する腐食防止を、より一層効果的に達成し得る。
【００３４】
本発明剥離液組成物は、上記（ａ）～（ｅ）成分に加えて、所望により、ホトレジスト膜
に対する剥離性のより一層の向上のために、さらにヒドロキシルアミン、Ｎ，Ｎ－ジエチ
ルヒドロキシルアミン〔Ｎ（Ｃ2Ｈ5）2ＯＨ〕を本発明の他の効果を損なわない範囲で配
合してもよい。
【００３５】
本発明のホトレジスト用剥離液組成物は、ネガ型およびポジ型ホトレジストを含めてアル
カリ水溶液で現像可能なホトレジストに有利に使用できる。このようなホトレジストとし
ては、（i）ナフトキノンジアジド化合物とノボラック樹脂を含有するポジ型ホトレジス
ト、（ii）露光により酸を発生する化合物、酸により分解しアルカリ水溶液に対する溶解
性が増大する化合物およびアルカリ可溶性樹脂を含有するポジ型ホトレジスト、（iii）
露光により酸を発生する化合物、酸により分解しアルカリ水溶液に対する溶解性が増大す
る基を有するアルカリ可溶性樹脂を含有するポジ型ホトレジスト、および（iv）光により
酸を発生する化合物、架橋剤およびアルカリ可溶性樹脂を含有するネガ型ホトレジスト等
が挙げられるが、これらに限定されるものではない。
【００３６】
本発明のホトレジスト剥離方法は、
（I）基板上にホトレジスト層を設ける工程、
（II）該ホトレジスト層を選択的に露光する工程、
（III）露光後のホトレジスト層を現像してホトレジストパターンを設ける工程、
（IV）該ホトレジストパターンをマスクとして該基板をエッチングする工程、および
（V）エッチング工程後のホトレジストパターンを、上記ホトレジスト用剥離液組成物を
用いて基板より剥離する工程
を含む。
【００３７】
本発明では、特に、金属配線と無機材料層とが形成された基板上に形成されたホトレジス
トの剥離において、ホトレジストの剥離性、基板の防食性の両者に優れるという特有の効
果を有する。
【００３８】
金属配線としては、アルミニウム（Ａｌ）；アルミニウム－ケイ素（Ａｌ－Ｓｉ）、アル
ミニウム－ケイ素－銅（Ａｌ－Ｓｉ－Ｃｕ）等のアルミニウム合金（Ａｌ合金）；純チタ
ン（Ｔｉ）；チタンナイトライド（ＴｉＮ）、チタンタングステン（ＴｉＷ）等のチタン
合金（Ｔｉ合金）；純銅（Ｃｕ）等が挙げられるが、これらに限定されるものでない。
【００３９】
無機材料層としては、特に液晶素子製造の場合、ポリシリコン膜、アモルファスポリシリ
コン膜等の半導体材料からなる層が挙げられるが、これら例示に限定されるものでない。
従来の剥離液組成物では、ホトレジストの剥離性と、金属配線およびこれら無機材料から
なる層を有する基板の防食性の両立が困難であったが、本発明ではこれら効果の両立を達
成することができた。
【００４０】
本発明では、特に、上記ホトレジスト剥離の工程の（V）剥離工程時、金属配線および無
機材料層と剥離液との接触において本発明効果が有利に奏される。
【００４１】
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ホトレジスト層の形成、露光、現像、およびエッチング処理は、いずれも慣用的な手段で
あり、特に限定されない。エッチングはウェットエッチング、ドライエッチングのいずれ
も用いられ得るが、本発明剥離液組成物は、ウェットエッチング後のホトレジスト膜の剥
離に特に好適に用いられ得る。特に液晶パネル素子等に用いられるガラス基板等において
は、エッチング液（エッチャント）としては、リン酸、硝酸、酢酸等の酸性エッチング液
が好まく用いられる。
【００４２】
なお、上記（III）の現像工程、（V）の剥離工程の後、慣用的に施されている純水や低級
アルコール等を用いたリンス処理および乾燥処理を施してもよい。
【００４３】
剥離処理は通常、浸漬法、シャワー法により施される。剥離時間は、剥離される十分な時
間であればよく、特に限定されるものではない。
【００４４】
【実施例】
次に、実施例により本発明をさらに詳細に説明するが、本発明はこれらの例によってなん
ら限定されるものではない。なお、配合量は特記しない限り重量％である。
【００４５】
（実施例１～１３、比較例１～３）
Ａｌ合金配線およびポリシリコン膜が形成されたＳｉＯ2基板上に、ナフトキノンジアジ
ド化合物とノボラック樹脂からなるポジ型ホトレジストであるＴＨＭＲ－ｉＰ３３００（
東京応化工業（株）製）をスピンナーで塗布し、９０℃にて９０秒間プリベークを施し、
膜厚２．０μｍのホトレジスト層を形成した。このホトレジスト層をＮＳＲ－２００５ｉ
１０Ｄ（ニコン（株）製）を用いてマスクパターンを介して露光し、２．３８重量％テト
ラメチルアンモニウムヒドロキシド（ＴＭＡＨ）水溶液にて現像し、ホトレジストパター
ンを形成した。次いで１２０℃で９０秒間のポストベークを行った。
【００４６】
次に、上記の条件で形成したホトレジストパターンを有する基板を、リン酸、硝酸、酢酸
の混酸系のエッチャントによりウェットエッチング処理し、その後、純水で洗浄した。
【００４７】
上記処理済み基板に対し、表１に示す各組成の剥離液組成物（６０℃に保持）をシャワー
法により吹き付けることにより、それぞれホトレジスト膜剥離処理を行った。剥離処理後
の基板を純水で十分にリンス処理し、このときのホトレジスト膜の剥離性、Ａｌ配線の腐
食の状態、およびポリシリコン膜の腐食の状態をＳＥＭ（走査型電子顕微鏡）写真の観察
により評価した。結果を表２に示す。
【００４８】
なお、Ａｌ合金配線およびポリシリコン膜の腐食の状態は、それぞれ以下のように評価し
た。
［Ａｌ合金配線およびポリシリコン膜の腐食の状態］
Ａ：　腐食がみられない
Ｂ：　腐食がみられる
【００４９】
【表１】
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【００５０】
なお、表１中、ＭＥＡはモノエタノールアミンを；ＡＥＥは２－（２－アミノエトキシ）
エタノールを；ＮＭＰはＮ－メチル－２－ピロリドンを；ＤＭＳＯはジメチルスルホキシ
ドを；ＤＭＢＥはジエチレングリコールモノブチルエーテルを；ＢＴ－ＧＬは１－（１，
２－ジヒドロキシプロピル）ベンゾトリアゾールを；ＢＴ－ＯＨは１－ヒドロキシベンゾ
トリアゾールを；ＢＴはベンゾトリアゾールを；ＢＴ－ＭＴは１－メトキシベンゾトリア
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ゾールを；ＤＥＨＡはＮ，Ｎ－ジエチルヒドロキシルアミンを；ＨＡはヒドロキシルアミ
ンを；「イルガメット－４２」は２，２'－｛［（４－メチル－１Ｈ－ベンゾトリアゾー
ル－１－イル）メチル］イミノ｝ビスエタノールを、それぞれ示す。
【００５１】
【表２】

【００５２】
表２の結果から明らかなように、実施例１～１３ではＡｌ合金、ポリシリコンの両者の防
食性に優れることが確認された。一方、比較例１～３のいずれにおいても、Ａｌ合金、ポ
リシリコンの両者の防食効果は得られなかった。なお、実施例１～１３、比較例１～３の
いずれにおいても良好なホトレジスト剥離性を示した。
【００５３】
【発明の効果】
以上詳述したように本発明によれば、ホトレジストの剥離性に優れるとともに、金属配線
、無機材料層の両者を形成した基板の防食性に優れるホトレジスト用剥離液組成物および
これを用いたホトレジスト剥離方法が提供される。本発明は特に、液晶パネル素子の製造
等に用いられる基板上に形成されたホトレジスト層の剥離に好適に使用される。
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